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ABSTRACT

A cusp-field ѵоіише-production type proton ion source has been developed for a 

linac of the Institute for Chemical Research, Characterisics of positive ion source 

and negative ion source are described,

カスブ水素イオン源の開発

し は じ め に
京大化研では2 М e V  R F Q への入射装置として5 0 K e V の正水素イオン源と負水素イオン 

源を開発中である。 イオン源は体積生成型のカスブイオン源でA R  С電源のスイッチングによっ 
てパルス幅0. 5 m S ，繰り返し1 8  O H z のイオンビームを引き出す。負イオン源には正イオ 

ン源に使ったチェンバーをそのまま使い、磁石を並び変えることによって負水素イオン生成を高 
めた。

2 . 正水素イオン源
図 1 にイオン源の略図と磁石の極性を示す。 チェンバーは立方体型で、磁石の並べ方によっ 

てプラズマ電極への電流値やA R C 電流にのるノイズの大きさが異なるので、 プラズマ電極電 
流が比較的大きい配置でA R С電流のノイズが最も小さくなるようにした。 このノイズが大き 
い状態では突然A R  С電流が異常に大きぐなるという現象が生じることがあり、放電を止めて 
やらなければフィラメントの電流導入端子が溶けてしまう。図 2 にビーム引出し系とビーム電 

流測定系の略図を示す。
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3 •負水素イオン源
図 5 に負水素生成の場合の磁石配置を示す。 引出し側とフィラメント側が2 重極磁場によって 

区切られている。図 6 にビーム電流とA R C 電流の対応を示す。 （加速電圧5 0 к V ，引出し穴 
直径6 m m 加速ギャップ1 9 m m , ガス圧7. 5 m T o  r r, A R C 電 圧 1 0  0 V)

図からA R C 電流を増やしてやればビーム電流を上げられることがわかるが、 引き出される電子 
の量が多すぎるため、加速の初期段階で電子だけ磁場で分離してやると同時に、 ブラズマ中の負 
イオンにたいする電子の割合を小さぐしてやる必要がある。図 7 に負イオンと電子のビーム波形 

を示す。
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図 3 に加速電圧5 O K V , 引出し穴直径6 m m , 加速ギャッブ13111111,ガス圧ЗттТо г г 

A R C 電 圧 1 ◦ ОV でのビーム電流とA R C 電流の対応を示す。A R C 電流はビーム電流と同時 
には測っていないので誤差を含んでいる。 この図から直径3 5 m m のスリヅ卜を通りうるビーム 
電流は2 0 m A になる。図 4 はカップをもっと引出し電極に近づけてビーム電流を計測したもの 
であり、図 3 においてA R C 電 流5 0 A 以上でビーム電流が増えなくなるのはビームがスリヅト 
より広がっているためだと考えられる。 よって電流値を上げるためには引出し系を改良しなけれ 
ばならない。
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FIG, 7. O s c i l l o s c o p e  trace s h o w i n g  Ihe n eg a t i v e  

ion and e l e c t r o n s i g n a l s . ( 0 . I m S / d i y )
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